Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC T0-18,
18 A 4 DIN 41 876

Der AnschluB s ist mit dem
Gehduse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

BFQ 63

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitband- und Antennenverstiirker

20,5
max
—
——c——
—1
83max ¢ 127min
VX 720276
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE g = max. 15 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 150 mA
Gesamtverlustleistung Ptot = max. 250 mW
Sperrschichttemperatur eJ = max. 200 °c
Gleichstromverstidrkung >
bei UbE =5V, IC = 20 mA B = 50
Transit-Frequenz
bei UCE =5V, I, =50 mA tn = 4,5 GHz
Erzielbare Leistungsverstidrkung
bei UCE =5V, I, = 50 mA, f = 500 MHz Vp opt = 11,5 dB
Rauschzahl
bei UCE =5V, I, = 10 mA, f = 500 MHz F = 2,3 4B

VALVO TRANSISTOREN

9.81
259



BFQ 63

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis OJ max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = mex. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 03 UCE o = max. 15 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: UEB o = max. 3 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert: Ic AV = max. 75 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert bei f > 1 MHz: IC M = max. 150 mA
Gesamtverlustleistung bei 8 & 50°C: P, . =max. 250 mw
Sperrschichttemperatur: OJ = max. 200 °C
Lagerungstemperatur: &S = min. -65 °C
8g = max. 200 °C
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Byvu < 0,6 K/mW
zwischen Sperrschicht und Geh#use: Bth G § 0,35 ‘K/mw
300 'Z 730084
Ptot max
(mW)
N
200
\L
N
N
100
\\
AN
. N
0
0 50 100 150 g, (°c) 200
9.81 VALVO TRANSISTOREN
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Kennwerties

Kollektor-Reststrom

bei QJ = 2500, sofern nicht anders angegeben

([ Pa

BFQ 63

bei IE =0, UCB =10 YV: ICB 0 100 nA
Gleichstromverstédrkung
bei UbE =5V, Ic = 20 mA: B = 50...150
Transit-Frequenz
bei UCE =51V, Ic = 50 mA, fM = 500 MHz: fT = 4,5 GHz
EKollektorkapazitédt
bei UbB =5V, IE =0, £f =1 MHz: cc = 1,3 pF
Riickwirkungskapazitiat o <
bei Upp = 10 V, I, = 0, f = 1 MHz, 8; = 25°C: Cipe = 1,0 (= 1,4)pF
Erzielbare Leistungsverstdrkung
bei Upp = 5V, 8, = 25°C
und I, = 20 mA, f = 200 MHz: vp opt 2 17,5 dB
und Ic = 50 mA, f = 500 MHz: Vp opt = 11,5 dB
Rauschzahl ,
bei UCE0= 5V, Ic = 10 mA, Rg = Bg opt’ <
&U =25C und f = 200 MHz: F = 3,0 dB
und f = 500 MHz: F = 2,3 dB
60 . I vZ7. Ogrﬂ#
(d8) 1o Soma .
dy =25°C
40
NN
:‘\xpopt
20 Is21el
. [T
10 100 f (MHz) 1000
VALVO TRANSISTOREN 9.81
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BFQ 63

YZ 7300846 6 . 27300847
B _ﬁ,_;..l,..lx{._IAl:i L
t Ueg=5Vi {1 4.
100 . }4=500MHz | | [ ]
Uce=5V (GHz) ¥, =25°C1
v, =225°C
gt
|+ { 4 ’/
1 o
75 4
y, T
P
50
2
25
0 0o
0 25 50 1. -(ma) 75 0 50  |. (mA) 100
3 : Z 7300848 4 Z 7300849
Ce F
dB Ucg=5V
(pF) (dB) Rg= Rg opt
1= 0 3y= 25°C
21 kg-l(z: AN
9= 25°
I\ Jk ‘ s \\ 1 =500 MHz|
2 ——t—t N v 200MHz
AN A/
\ )4
) i1 5 //
-~ 3 ENREN hd
. /|
1
s 1
ST S S
0 (]
0 10 yeg (V) 20 1 10 Ic (maA) 100
9.81 VALVO TRANSISTOREN
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BFQ 65

Rauscharmer

SILIZIUM - NPN -  PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitbandverstidrker

Stempelseite |
Mechanische Daten: | / 1
L S — =y %
Gehduse: Kunststoff, SOT-37 ) \ I "““"
MaBangaben in mm. ,?,‘3: —»4Bmax e . \2 I
5,1 - max
| VF 720288
Kurzdaten:
Kollektor-$perrspannung UCB o = max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 10 Vv
Kollektorstrom IC = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung Ptot = max. 300 mW
Sperrschichttemperatur \‘)J = max. 150 °cC
Transit-Frequenz bei UCE =81V, IC = 15 mA fT = 7,5 GHz
Leistungsverstédrkung
bei Uy =8V, I, =15 mA, £ = 2 GHz Vo opt 8,0 dB
Rauschzahl
beiUCE=8V, IC=5mA,f=2GHz F = 2,5 dB

18 VAIVD



BFQ 65

Absolute Grenzwerte:

Kollektor—SperrspanQung bei I
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei

Emitter-Sperrspannung bei I

Kollektorstroms:

Gesamtverlustleistung bei
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wiarmewiderstand:

4

U

E

= 0:

0:

(4]

$60%: 1)

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

1

CB O
CE 0
EB 0

o o a

[}

tot

[

@ < < Ok
w w

R

= max.

= max.

= maX.

th U

1) Transistor auf Glasfaser-Substrat von 40 mm x 25 mm x 1 mm

1.86
358

400 V2 73 0151
P‘O( maox -
(mw) 17
300 g
N
N
200 -
\\
100 -
AN
N
00 50 100 Iy (°C) 150

maxe.
max.
max.
min.

max.

20 V
10 Vv
2,5 V
50 mA
300 mW
150 °c
-65 °c
150 °c
0,3 K/mW



Kennwerte: bei &J = 25%

y sofern nicht anders angegeben

BFQ 65

. . <
Kollektor-Reststrom bei IE =0, UCB = 10 Vs ICB 0o = 50 nA
Gleichstromverstirkung bei Uy = 5 V, I, = 15 mA: B = 100 (2 60)
Transit-Frequenz
bei Uop = 8 V, I, = 15 mA, £, = 500 Mz: £ = 7,5 GHz
Kollektorkapazitit
bei UCB =81V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 0,8 pF
Emitterkapazitidt
bei UEB = 0,57V, IC =0, f =1 MHz: Ce = 1,3 pF
Rickwirkungskapazitit
bei UCE =81V, Ic =0, f =1 MHz: C12e = 0,5 pF
Erzielbare Leistungsverstirkung o
bei Ugp = 8V, I =15 mA, £ = 2 GHz, 8 = 25°%C: V. = 8,0 dB
Rauschzahl o
bei Uy =8 V, R =60 Q, f =2 GHz, 3; = 25°C
und IC = 5 mA: F = 2,5 dB
und IC = 15 mA: F = 3,0 dB
7204248 7294249
40 Ucgs 8V 40
by ic = SmA by
{mS) f = 800 MHz F=20d8 (mS) L
20 // N 20 yd F=2,5dB
4
/ 1.5 / N20
1,0 \ / N\
0 N o L/ \
%F ) \\ .le)
N, / /
\\_—// \ ///
~20 \ v4 -2 \._/ Ve
Ucg= 8V
At——" ,/ N Ig =15V __|
N V< f = 800MHz
—40 _40 L1
0 20 40 60 80 20 40 60 80
gg (mS) gg(ms)
1.86
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BFQ 65

8 — Parameter in Emitterschaltung, bei UCE =8V Z_=_508
1 2 Eingangs- Vorwidrts- Riickwidrts— Ausgal.lgs— v
C Reflexions- itbertragungs— |Ubertragungs- Reflexions- p opt
mA MHz faktor 8416 faktor 5218 faktor 8106 faktor 8500 dB
40 0,87/ —12,9° 16,83/171,20 0,01/82,0° 0,98/ —6,5° 45,3
100 081/ -31,00 14,92/155,80 0,02/74,8° 0,93/-15,70 371
200 0,69/ —54,6° 12,40/138,3° 0,04/67,0° 0,83/-25,9° 29,8
5 500 0,42/-105,7° 7,12/104,8° 0,07/59,1° 0,59/—-40,4° 19,7
800 0,34/—128,7° 4,89/ 91,39 0,10/63,0°0 0,58/-49,1°0 16,1
1000 0,35/—142,8° 4,13/ 83,20 0,12/63,7° 0,58/-58,00 14,6
2000 0,25/ 128,00 2,08/ 56,80 0,20/67,8° 0,38/-63,3° 7,3
40 0,75/ —19,10 26,88/165,6° 0,01/80,0° 0,96/-10,20 438
100 0,65/ —43,3° 23,08/144,9° 0,02/71,7° 0,86/—22,1° 35,5
200 0,49/ -70,7° 16,71/125,20 0,03/66,4° 0,70/-31,6° 28,6
10 | 500 0,28/-126,5° 8,21/ 96,99 0,06/66,4° 0,48/-40,0° 19,8
800 0,24/-136,7° 5,39/ 86,89 0,10/70,8° 0,50/—48,90 16,1
1000 0,26/-147,8° 4,49/ 79,9° 0,12/70,5° 0,51/-58,9° 14,6
2000 0,22/ 114,8° 2,28/ 56,50 0,21/68,8° 0,32/-61,8° 78
40 0,67/ —23,80 34,23/161,40 0,01/78,3° 0,94/-12,6° 42,9
100 0,54/ —51,89 27,41/138,10 0,02/71,00 0,80/-25,50 34,7
200 0,39/ —80,0° 18,52/118,7° 0,03/68,4° 0,63/-33,2° 28,2
15 500 0,22/-130,3° 8,47/ 93,50 0,06/70,2° 0,44/-38,8° 19,7
800 0,20/-140,8° 5,57/ 84,99 0,10/73,6° 0,47/—-48,4° 16,2
1000 0,22/ 147,5° 4,64/ 78,49 0,12/72,9° 0,48/-59,00 14,7
2000 0,21/ 109,80 | .2,34/ 56,2° 0,22/68,7° 0,31/-61,00 8,0
40 0,61/ —27,4° 39,76/158,4° 0,01/76,8° 0,92/-14,20 42,4
100 0,47/ —58,00 30,05/133,7° 0,02/70,4° 0,75/-2750 34,2
200 0,32/ —86,20 19,38/114,7° 0,03/70,4¢ 0,58/-33,50 28,0
20 500 0,19/-136,8° 8,65/ 92,00 0,06/72,40 0,41/-37,5° 19,7
800 0,18/—145,10 5,62/ 83,59 0,10/75,3° 0,46/-47,9° 16,1
1000 0.20/-151,99 4,63/ 77,70 0,12/74,10 0,47/-58,80 14,6
2000 0,21/-107,3° 2,37/ 55,70 0,22/69,0° 0,30/-60,6° 8,1
40 0,51/ —33,2° 46,18/154,6° 0,01/75,6° 0,89/-16,4° 414
100 0,37/ -67,3° 32,56/128,1° 0,02/70,6° 0,69/-29,1°0 33,7
200 0,26/ —97,3° 20,04/110,7° 0,03/72,3° 0,563/-32,7°0 278
30 500 0,17/-151,6° 8,64/ 89,70 0,06/74,6° 0,39/-35,6° 19,6
800 0,16/-152,20 5,61/ 82,10 0,10/76,7° 0,44/—46,9° 16,0
1000 0,19/-157,70 4,62/ 76,40 0,12/75,1° 0,46/-58,3° 14,5
2000 0,22/ 106,40 2,37/ 55,00 0,23/69,3° 0,29/-60,00 8,1
1.86
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BFQ 66

Rauscharmer

SILIZIUM - NPN ~ PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitbandverstdrker

2,75
23
le-22,2 —»
015
Mechanische Daten: 0,6 0b9 18
Fos ¢ Y
Gehduse: Keramik, SO0T-173 — f‘
Stempel: Q6 €
MaBlangaben in mm. ‘1
4,0
min
0,55 l
045 B le— 4,0min —|
12
Af::::::::::: max
l-——z.,Omin—A ¢
T vZ 720316
4,0
min
E l
0,55
T I ous
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 10 V
Kollektorstrom IC = maX. 50 mA
Gesamtverlustleistung Ptot = maxXx. 350 mW
Sperrschichttemperatur &J = max. 175 °¢
Transit-Frequenz bei UCE =8V, I, =15 mA fr = 7,5 GHz
Leistungsverstirkung
bei Up = 8V, I, = 15 mA, f = 2 GHz Vo opt = 11,5 dB
Rauschzahl
bei UCE =81V, IC =5 mA, f =2 GHz F = 2,5 dB

186 VAIVO



BFQ 66

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspanpung bei IE = 0 UCB o = max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: UCE o0 = max. 10 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: UEB o = max. 2,5 V
Kollektorstrom: IC = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei 9 $305%: 1) P,,, =max. 350 m¥
Sperrschichttemperatur: 5J = max. 175 %
Lagerungstemperatur: ss = min. -65 °c
o
&s = max. 150
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Ryyu = 0,2 K/mW
1) Transistor auf Keramik-Substrat von 0,7 mm x 10 cm2
400 vz 73 01512
P(Ol max
300
N
N
N
200
N
\‘\
N
100
N
!
N
0
0 50 100 dy(°C) 175

1.86
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BFQ 66

Kennwerte: bei $J = 25°C, sofern nicht anders angegeben
. <
Kollektor~Reststrom bei IE =0, UCB =5 Vs . ICB 0 = 50 nA
Gleichstromverstédrkung bei UCE =51V, IC = 15 mA: B = 100 (; 60)
Transit-Frequenz
bei UCE =8V, IC = 15 mA, fM = 500 MHz: fT = 7,5 GHz
Kollektorkapazitdt
bei UCB =8V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 0,7 pF
Emitterkapazitdt
bei UEB = 0,5V, IC =0, f =1 MHz: Ce = 1,3 pF
Riickwirkungskapazitidt
bei UCE =81V, IC =0, f =1 MHz: 0129 = 0,4 pF
Erzielbare Leistungsverstirkung o
bei UCE =81V, IC = 15 mA, f = 2 GHz, 3U = 25 C: p opt 11,5 dB
Rauschzahl o
bei UCE =8V, Rg =60 Q, f = 2 GHz, SU =25C
und IC = 5 mA: F = 2,5 dB
und I, = 15 mA: F = 3(§4) dB
7292691
120
B
80 Uce= 5V
3y =25°C
40
[]
0 10 20 30 40 50
Ig (mA)
1.86
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10 7292693

1 7292694
fr T~ f
T —
(GHz) // ™~ (GHz) T
/ /,

/ Ic= 15mA

5 Ucg= 8V 5 '"=500:1H1
fy =500 MHz 3= 25°C
9= 25°C
0 )
0 10 20 30 40 50 0 8 16
I (mA) Uge (V)
20 72928908 1 7292692
\ |
\ Ucg= 8V
Vpopt Ic =151.nA Ce
et \ 8 =25 | | oF) |~
\ Ig=0
10 05 f =1MHz
\ 3, = 25°C
0 N 0
0,6 1 2 4 fGHy 1O ()] 8 Up (V) 16

1.86
364



8 -_Parameter in Emitterschaltung, bei Ugp =7V Z_=_50_Q
£ Eingangs- Vorwdrts— Riickwidrts— Ausgangs-
-1, Reflexions— Ubertragungs- | thertragungs- | Reflexions-
MHz faktor %11e faktor 551 faktor 5106 faktor 8506
100 0,86/— 30,00 15,8/160,5° 0,024/74,1° 0,97/- 16,19
200 0,79/— 56,50 14,0/143,8° 0,043/62,5° 0,87/— 28,20
300 0,73/— 77,9° 11,8/130,6° 0,056/53,6° 0,76/~ 37,0°
400 0,68/~ 95,30 10,1/121,20 0,064/48,00 0,67/— 43,6°
500 0,66/—108,1° 8,7/114,1° 0,070/44,8° 0,62/— 48,00
600 0,63/—119,00 7,7/107,99 0,074/42,70 0,57/- 50,69
700 0,62/-127,89 6,7/103,20 0,079/41,6° 0,63/—- 52,60
800 0,59/—-135,8° 6,1/ 99,20 0,081/40,8° 0,50/— 54,80
5mA 900 0,58/-141,00 5,5/ 95,50 0,084/40,80 0,49/— 55,50
1000 0,57/-147,4° 5,0/ 92,00 0,087/40,7° 0,46/— 56,5°
1200 0,56/—157,0° 4,2/ 85,9° 0,092/41,20 0,44/— 59,50
1500 0,63/-168,7° 3,4/ 77,50 0,092/37,7° 0,44/— 60,6°
2000 0,54/+171,9° 2,6/ 65,80 0,103/40,6° 0,41/- 66,5°
2500 0,54/+ 158,80 2,2/ 57,80 0,114/44,6° 0,39/— 75,20
3000 0,53/+ 144,80 1,8/ 49,20 0,129/48,1° 0,39/~ 83,10
3500 0,55/+ 134,00 1,6/ 41,99 0,148/50,4° 0,37/- 96,20
4000 0,54/+ 120,20 1,5/ 32,10 0,170/49,9° 0,37/-109,0°
100 0,68/— 54,80 31,3/147,5° 0,020/65,8° 0,86/— 28,00
200 0,61/— 92,40 23,3/126,6° 0,031/54,6° 0,67/— 43,80
300 0,57/—115,8° 17,5/114,4° 0,038/49,8° 0,52/- 51,5°
400 0,55/—-131,00 13,9/106,8° 0,042/48,70 0,44/— 56,50
500 0,55/—141,00 11,5/101,6° 0,046/49,3° 0,40/- 59,30
600 0,53/-149,30 9,8/ 96,7° 0,051/50,4° 0,36/— 60,20
700 0,54/—155,50 8,5/ 93,3° 0,055/51,6° 0,34/- 61,20
800 0,54/-160,6° 7,5/ 90,4° 0,058/52,90 0,32/— 62,40
15 mA 900 0,52/-164,6° 6,7/ 87,8° 0,063/54,1° 0,31/— 62,3°
1000 0,52/—169,10 6,1/ 85,49 0,067/55,1° 0,30/~ 62,69
1200 0,51/-176,10 5,1/ 80,39 0,075/56,5° 0,28/— 64,70
1500 0,50/+ 171,59 4,2/ 73,50 ©,081/55,8° 0,28/- 66,6°
2000 0,52/+ 157,80 3,2/ 63,8° 0,100/57,3° 0,26/— 68,20
2500 0,52/+ 148,10 2,6/ 57,20 0,120/58,6° 0,25/— 75,5°
3000 0,51/+ 135,60 2,2/ 49,10 0,143/58,20 0,25/— 81,80
3500 0,54/+127,6° 2,0/ 42,1° 0,167/57,5° 0,24/- 96,0°
4000 0,52/+114,6° 1,8/ 33,4° 0,191/54,3° 0,24/-110,90
1.86
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BFQ 66

Eingangsimpedanz
abgeleitet aus S41e

normiert auf 50 Q,

bei UCB = 7TV 02
IC = 15 mA
1 [
8‘] =25 C 10
uf
0 Qo
_jL
10
02
7292687
1
Vorwarts-

Ubertragungsfaktor 5516

bei UCB = TV
I = 15 mA

c 5 0 150°
8y =25 °C
Wr
180°
_,,L
160°
120° 1292690
90°
1.86
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Riickwidrts—

Ubertragungsfaktor s

bei UCB = 7V

IC = 15 l:A

8U =25 °C
Ausgangsimpedanz
abgeleitet aus S99
normiert auf 50 Q,
bei UCB = TV

IC = 15 3A

SU =25 C

12e

7292688

7292689




BFQ 68

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR
fiir Breitbandverstéirker mit hoher Ausgangsspannung

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall / Keramik
mit Gewindestutzen,

S0T-122
Alle Elektroden sind vom . 152
Gewindestutzen isoliert. £ ) 4 e 017
. 4x 9mi 1,98 max on
MaBangaben in mm. - | 4% 3min 8-32UNC =
c | v .
Drehmoment ; K ik
bei Befestigung: %2 1 Gy - 83 '
e slgung. 254 — 62
M. =0 + 0,05 Nm ¢ 1
D 4 : B8 BeO
(8,0 £ 0,5 kp cm) 3}05< ! —i3 3 Metall
Kiihlblech-Bohrung: E r-— ﬁ -
¢ = max. 4,2 mm _ gl‘g I __g,;
Der Transistor wird mit A
5,6 max
Mutter SW 8,6 x 5 mm 7,6 max
geliefert. 28,2 VE 720260
254
Kurzdaten: -
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 25 vV
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE 0. = mex. 18 Vv
Kollektor-Gleichstrom IC = max. 300 mA
Gesamtverlustleistung bei OG S 110%c Ptot = max. 4,5 W
Sperrschichttemperatur OJ = max. 200 °c
Gleichstromverstidrkung >
bei UCE =15V, IC = 240 mA B = 25
Transit-Frequenz
bei UCE =15V, IC = 240 mA fT = 4 GHz
Ausgangsspannung
bei UCE =15V, Ic = 240 mA, f =~ 800 MHz
und -60 dB Intermodulationsabstand U, = 1,6 v
VALVO TRANSISTOREN 12.80
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BFQ 68

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

J max
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 03 UCB o0 = max.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 03 UCE o = max.
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0 UEB o = max.
Kollektor~Gleichstrom: IC = max.
Gesamtverlustleistung bei 86 é 110°¢: Ptot = max.
Sperrschichttemperatur: 0J = max.
Lagerungstemperatur: Bs = min.
8S = max.
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Gewindestutzen: Rth G
zwischen Gewindestutzen und Kithlblech: Bth G/K =
273
I
{mA)|
300
AN
250 Erlaubter (zsicherer)
Gleichstrom-Arbeits -
reich, 3= 110°C
200
150
10 15 20 Uce (V)

25
18
2

300
4,5
200

150

20
0,6

v
v
v

Sl

e o o
o

K/W

Warnung

giftig ist.

Dieses Bauelement enthdlt Beryllium-Oxid (Be0), das in fein verteilter Form

Bei bestimmungsgemiiBer Verwendung des Bauelements entstehen keine Gefahren.
Ggfs. sind entsprechende Sicherheits— und Umweltvorschriften zu beachten.

12%480 VALVO TRANSISTOREN




Kennwertes bei 8U = 25°C
. S
Kollektor-Reststrom bei IE = 0, UbB = 15 V2 ICB o = 50
Gleichstromverstéirkung bei UﬁE =15V, IC = 240 mAs B g 25
Transit-Frequenz
bei UCE =15V, IC = 240 mA, fM = 500 MHz: fT = 4
Kollektorkapazitidt
bei UCB =15V, IE =0, £f =1 MHz: Cc = 3,8
Emitterkapazitit
bei UﬁB = 0,56V, Ic =0, f =1 MHz: Ce = 20
Rickwirkungskapazitidt
bei UCE =15V, Ic =0, f =1 MHz: C12e = 2,3
Kapazitdt Kollektor - Gewindestutzen: CC/G = 0,8
Erzielbare Leistungsverstidrkung
bei U,, = 15 V, I, = 240 mA, f = 800 MHz: V. = 13
CE c p opt
Ausgangsspannung
bei UCE =15V, IC = 240 mA, BL =75 Q
und -60 dB Intermodulationsabstand
mit fp = 795,25 MHz, U_ = Uo’
fq = 803,25 MHz, = Uo - 6dB,
fr = 805,25 MHz, Ur = Uo - 6dB,
gemessen bei f(p+q-r) = 793,25 MHz: U° = 1,6
MeSschaltung

fiir Intermodulationsabstand

Vp=7dB
bei f = 40...860 MHz

Ll = L2 =5 uH
(Mikrodrosseln)

VE 71057

BFQ 68

HA

GHz

pF

pF

pF

pF
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BFQ 68

bei Uyp = 7,5 V

8 - Parameter in Emitterschaltung,
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BFQ 68

bei UcE =15V

8 - Parameter in Emitterschaltung,
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" [] ‘
'T. Ucg= 15V
(GHz) fo = SOOMHz
9 9 =25C
25 /‘/
Z
0
10 100 Ie (mA) 000
7282758 7282787
T T 1 1 6
9, =.25°G | \
100 Uce™ c
15V _ c
(pF
B =T pF) =
et 10V
75 —— V] 4 =
- IE =0
50 ¢ =1MHz
[]9= 25°C
2
25
0 13
0 100 200 300 o 10 20
|c(mA’ UCB (V)
12%880 VALVO TRANSISTOREN
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7282788
30 - 1T IH 7282769
UCE =15V Y
\/
popt AN Ie =240mA A
C -30
[snd? N—] 9y s25°¢
d
(dB) \ N\ (dlBM) \
\\ \
20 NN —40 '
N
N\ \
N
AV
\ -50 \
10 N
\ N
Voop Uce = 15V
—60} Yo =186V
. f(peq-r)=793,25 MH
|,m]2 ¥y =25°C
0
-70
01 05 1 2 0 100 200
f (GHz) I (mA)
Eingangsimpedanz .
abgeleitet aus i1

normiert auf 50 Q
bei U,, = 15 V

CE

Ic = 240 mA
o

'BU = 25 °C

7282750

VALVO TRANSISTOREN 1222(9)
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Vorwarts—

Ubertragungsfaktor s

21e
bei UCE = 15V
I 240 mA
o
8U = 25 C

C

Uo°
7202983 10 20 30

Riickwidrts—

Ubertragungsfaktor s

12e
bei UCE = 15V

Ic = 240 mA .
- o 120
&U = 25 C
150%
180°
7282784
o 0,2 05 1 2 5 10
Ausgangsimpedanz 0.2

abgeleitet aus 8596

normiert auf 50 Q
bei UCE = 15V
IC = 240 mA

sU = 25 ° 7202152

122780 VALVO. TRANSISTOREN



BFR 49

SILIZIUM - NPN - TRANSISTOR
fiir den UHF- und Mikrowellen-Bereich

Mechanische Daten: —+| 0265max je—
Gehiduse: Metall/Keramik B
S0T-100
M . 4,3
aBangaben in mm. 33
4

- T

f¢— 2,6 max

l“|‘_
7\

0.160
I 0,075 —» te—0,6max

—» le— 1,37max c
N vZ720271
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 15 V
Kollektorstrom IC = max. 25 mA
Gesamtverlustleistung bei 8U g 110°%c Ptot = max. 180 mW
Sperrschichttemperatur sJ = max. 200 °C
Transit-Frequenz
bei UCE =10V, Ic = 14 mA fT = 5 GHz
Erzielbare Leistungsverstdrkung
bei UCE =10V, IC = 14 mA, f = 1 GHz VP opt = 17,0 dB
bei UCE =10 V, IC =14 mA, £ = 4 GHz Vp opt = 6,5 dB
Rauschzahl
bei UCE =10 V, IC =2mA, f =1 GHz F = 2,5 dB
bei UCE =10V, IC =2 mA, f =4 GHz F = 6,5 dB
VALVO TRANSISTOREN 10.79

277



BFR 49

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis %5 nax
Kollektor-Sperrspagnung bei IE = 0 UCB o = max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Ip=0: Usg ¢ = max. 15 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 2 Vv
Kollektorstrom: IC = max. 25 mA
Gesamtverlustleistung bei 3U é 110°c: Ptot = max. 180 mW
Sperrschichttemperatur: 8J = max. 200 °
Lagerungstemperatur: - SS = min. -65 °
SS = max. 200 °C
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung,
Transistor auf Glasfaser-Substrat <
von 40 mm x 25 mm x 1 mm: R = 0,5 K/mW
th U
y!
200 o
Prot max
(mW)
150
100
S0
050 100 150 9y (O 200
10.79 VALVO TRANSISTOREN
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BFR 49

Kennwerte: bei SU =25¢C
. <

Kollektor-Reststrom Eel IE =0, UCB =10 V: ICB 0 = 50 nA
Gleichstromverstdrkung bei UCE =10 V, Ic = 14 mA: B g 25
Transit-Frequenz

bei UCE =10V, IC = 14 mA, fM = 500 MHz: fT = 5 GHz
Kollektorkapazitit

bei UCB =10 V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 0,35 pF
Emitterkapazitat

bei UEB = 0,5V, IC =0, f =1 MHz: Ce = 1,1 pF
Riickwirkungskapazitdt

bei UCE =10V, IC =2 mA, f = 1 MHz: _Cl2e = 0,3 pF
Leistungsverstirkung 1)

bei UCE =10V, IC =14 mA, f = 1 GHz: Vp opt = 17,0 dB

2
ls21e| = 15,5 dB
bei UCE =10 V, IC = 14 mA, f = 4 GHz: Vp opt 6,5 dB
2
|s010l" = 3,5 aB

Rauschzahl

bei UCE =10V, IC = 2 mA, Rg = Rg opt

und f = 1 GHz: F = 2,5 dB

und f = 4 GHz: = , dB
1 2

) _ |s2le|

p opt 2 _ 2
(1-To, 1,12 (1-1oyy D)
VALVO TRANSISTOREN 10.79
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7272679 7.5 — . . Z7300413
RETH
100 9, =257C fr Uce=10V o
- (GHz) fm =500MHz
9, =25°C
B8
/NN
75 50 7
/
/
T
50 )
4
25 /
' 4
A
2 /
0 0
0 10 20 | _(ma) 30 1 10 Ic (mA) 100
20 7272666 06 7272680
: ’ Ige=1e=0
V, E=le
pcun2 L etemA £ = 1MHz
[S21e| Uccs=1°V Ce 8y =25°%
(dB) 9y =25% (pF)
15
A\ A
\\ 0,4
\ Pt
AR
10
N\
\\ \\
\ 0,2
A Y
5 [S2re | \
\NEN
A v
h,
\ AY
TN
0 - - 0
1 £ (GHz) 10 0 0 g B
10.79 VALVO TRANSISTOREN
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abgeleitet aus 841e
normiert auf 50 Q,
bei UCE =10V

I = 14 mA

8. =257

[
U

Riickwiirts—Ubertragungs-

Koeffizient s ,.

bei UCE =10V
Ic = 14 :A
&U =25 C

Ausgangsimpedanz
abgeleitet aus B5oe
normiert auf 50 Q,
bei UCE =10V

IC = 14 mA
o
SU =25 C

VALVO TRANSISTOREN
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Vorwirts-Ubertragungs-

Koeffizient s

bei Uyp = 10 V
I, =14 :A
3U =25 C
7272670
120° 60°
90°
vZ 7300414
7,5 I I
F Ic = 2;) mA
Uce=10V
= Rg opt
55 A% a
5,0 /
/
/
)
25
00,1 1 t (GHz) 10
10.79 VALVO TRANSISTOREN
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BFR 53

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR
fiir Breitband- und Antennenverstirker,

]
speziell fiir Dinn- und Dickfilmschaltungen

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT-23 29max——
Stempelung: N 1 07 }h‘~4L94*~4>
MaBangaben in mm., ‘40,95*§
1 [Ty} !
'’ d 4 l
i T t
f E B % T
| 5
- 0,
¢ t
J _ v
e |e043max
V0 72 0013.5
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 18 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 10 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei %U é 60°C Ptot = max. 180 mnmW
Sperrschichttemperatur &J = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung N
bei UCE =51V, IC = 25 mA B = 25
Transit-Frequenz
bei UCE =5V, IC = 25 mA fT = 2 GHz
Leistungsverstdrkung
bei UCE =51V, IC = 30 mA, f = 800 MHz Vp = 10,5 dB
Rauschzahl <
bei UCE =5V, IC =.2 mA, f = 500 MHz F = 5 dB
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 5.72
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0,5

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis SJ max)
Kollektor-Sperrspennung bei IE = 0: UCB o = max.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei I]3 = 0: UCE o = max.
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max.
Kollektorstrom, Mittelwert: IC AV S max.
Kollektorstrom, Scheitelwert bei f > 1 MHz: IC M = max.
Gesamtverlustleistung: 1) Ptot = max.
Sperrschichttemperatur: SJ = max.
Lagerungstemperatur: OS = min.
OS = max.
Wiarmewiderstand:
1
zwischen Sperrschicht und Umgebung: ) Rth v <
200 A
Prot max'y
(mW)
150
100
50
0
0 50 100 9y (*°C)

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 15 mm x 10 mm x 0,5 mm

150

18
10

50
100
180
150
-85
150

K/mW

4 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Kennwerte: bei &J = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom <
bei IE =0, UCB =10 V: ICB 0o = 50 nA
Gleichstromverstiarkung >
bei UCE =51V, Ic = 25 mA: B = 25
bei UCE =5V, IC = 50 mA: B 2 25
Transit-Frequenz
bei UCE =51V, IC = 25 mA, fM = 500 MHz: fT = 2 GHz
Kollektorkapazitit
bei UCB =5 V’,IE =0, f =1 MHz: Cc = 0,9 pF
Emitterkapazitdt
bei UEB = 0,5V, IC =0, f =1 MHz: Ce = 1,5 pF
Riickwirkungskapazitidt
bei Uy =5V, I, =2mA, f=1 Miz: “Ciop = 0,9 pF
. 1
Leistungsverstidrkung ) o
bei UCE =51V, IC = 30 mA, GU =25 C
und f = 200 MHz: Vp = 22 dB
und f = 800 MHz: Vp = 10,5 dB
Intermodulationsabstand
bei Uop = 5V, I, = 30 mA, R = 37,5 Q,
U2 = 100 mV bei fp = 183 MHz,
U2 = 100 mV bei fq = 200 MHz,
gemessen bei f(2q-p) = 217 MHz: dIM = 60 dB
Rauschzahl
bei UCE =51V, IC =2 mA, f = 500 MHz, <
R =500, 9 =.25%: F = 5 dB
MeBschaltung fiir Intermedulationsabstand: R
BFR53 ——>  680pF
sop  680pF 11
500 24k []4309 NN 75Q
| .
I -L J_
10nF
1 2 10nF
) 501l —-Lo +18V
vV = gle VP 710206 20kQ 5y
P - _ . 2 - +
(15116 (1= [2506®)

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 5.72
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]00 1 ) - P13‘SOL
4 1 T IT
UCE= 5V
Ie 3, =25C < <
(mA) e}"\é s s.@
DIty
4 y
A
10 '
7
4
pd 7
7 4
'/
/ df
1
oo! o 1 Igima) 10
60 | [ I I ]71[51;79V1 150 I ‘ ! VP 731503
111 T T1
Ie 5= =
25°C Ts 7olo;|;A 8 U = 5V
(mA) — - béo'ﬁ— 3, =25°C
- - -
p?
n
o f | 5001 100
ot —
e
. | \\
. 300pA]
20 50
200, A
100pA ]
0
0 5  Ug ™ 10 0 25 . (mA) 50

=
N
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7262380V1
g0 111 )
’ 17
= ¢ Ucg=5V
) By =25°C
40
20
0
0 05  Uge (V) 1
3 VP73&‘ Z624L94LV1
[ [ ]
h Ug = 5V )
(GHz) f  =500MHz =0
= 25°C f =1MHz
% G 9 = 25°C
(pF)
2
\\\
I 4 T
1
=
1
0 0
Y 25 . (mA) 50 0 5 0 Ueg (V) 15
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 5.72
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10 VP 731505
F T N 5\/J S
CE =
@B | 1r sooMHz ,/
| Ry = 509
3 = 25°C )
-
5 -
—“/—‘
0
0 10 20 1(mA) 30
T T T T T - 30 T 17 VERE0
| | JUg= 5V Uee =
50 ___J IC = 2mA IC = 30mA
. Ny =5gomz (dB) i\\ % = 25°C
g || 8, = 25°C
ANAN
(mS) - SN
F=55dB
> 2 20—
s N ANAVAY
7 \\ \\\ \\
45dB AN NN
/ 498 | \ AMNAN
0 j 3,5dB\ \ \\\ N
[INREREE
W™~ [N T1] ARBN
NN LY / 10 N
NN B NN Vo opt _|
-25 \\\ = , N Iyt
A Is 21012
™~ 2le
-50 0
0 25 50 gy (mS) 75 100 f (MHz) 1000
5.72 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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f=1000 MHz

Eel] o
EEEEEEE

|

i
=

5.72
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s - Parameter s

--------------- 21
bei

cE = 5V

IC = 30 I:A

8 = 25 C

7262497V

bei
g = 58V
c = 30m
3 = 25 %
150° 30°
120° 60°
900 7262L96V1
]5122 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN



BFR 54

SILIZIUM - NPN -~ PLANAR ~ EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR
fiir Breitbandverstéirker und Frequenzvervielfacher

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT-54

MaBangaben in mm.

[*—127min—» D048max

L

s m—) m—] T
— s———

52max [e—

VE 720122

Kurzdaten: P
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 40 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = hax. 15 v
Kollektorstrom, 10 ps - Impulse IC M = max. 500 mA
Gesamtverlustleistung bei 8U é 25%C Ptot = max. 500 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °C
Gleichstromverstirkung >

bei UCE=1V, IC=10mA B = 40
Transit-Frequenz >

bei UCE =10 V, Ic = 10 mA fT = 500 MHz
Erzielbare Leistungsverstérkung

bei UCE =10V, IC = 19 mA, f = 200 MHz Vp opt 19 dB

%
VALVO TRANSISTOREN 5.81
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Absolute Grenzwerte:

278

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 40 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei UBE = 02 UCE g = max. 40 V
bei IB = 03 UCE o = max. 15 Vk
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: UEB o = max. 4,5 V
Kollektorstrom, 10 ps -~ Impulse: IC M = max. 500 mA
Gesamtverlustleistung bei SU é 25%C; Ptot = max. 500 mW
Sperrschichttemperatur: 8; =max. 150 °c
Lagerungstemperatur: 8g = min. -65 °¢
ss = max. 150 °¢
Warmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth v = 0,25 K/mW
Z 4
500 < 7300249
Ptot max h
(mwW)
N
250
N
N
0
0 S0 100 dy (*C) 150
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Kennwerte: bei QJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom <
bei IE =0, UCB = 20° V: . ICB 0 ? 400 nA
bei IE =0, UCB =20V, 6J = 125 C: ICB 0 = 30 A
Emitter—-Reststrom <
bei IC =0, UEB =2 Vs IEB 0 = 100 nA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei Ic = 10 mA, IB = 1 mAs UCE sat = 0,25 \'
bei IC = 45 mA fiir die Kennlinie, die bei <
gleichem IB durch UCE =2V, IC = 50 mA geht: UCE sat = 0,8 v
Basisspanﬁung
bei IC = 10 mA, IB = 1 mA: UBE sat = 0,7...0,85 V
Gleichstromverstirkung >
bei UCE =1V, IC = 10 mA: B = 40
Transit-Frequenz N
bei UCE =10 V, IC = 10 mA, fM = 100 MHz: ES 500 MHz
bei UCE =10V, IC = 40 mA, fM = 100 MHz: 2 490 MHz
Kollektorkapazitdt <
bei UCB =5V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 4,0 pF
Emitterkapazitdt <
bei UEB =1V, IC =0, f =1 MHz: Ce = 4,5 pF
Erzielbare Leistungsverstdrkung
bei UCE =10 V, IC = 10 mA, f = 200 MHz: Vp opt = 19 dB
100 T vZ 73007 )
Ucg=1V
B 9,225°C
75
—1
=l N
‘\
/’
50
25
0
Ic (mA) 100

[A] 1 10
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